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FIGURE 1

(57) Abstract: The present disclosure relates to an intermediate substrate (10) for the manufacture of a semiconductor substrate, the
intermediate substrate successively comprising: a a first semiconductor layer (2); b a first thermal barrier layer (5); ¢ a support (13)
comprising an absorption layer (3) configured to absorb laser radiation in a given wavelength range, the temperature of the absorption
layer (3) increasing as it absorbs the laser radiation, and a separation zone (8) adjacent to the absorption layer (3) configured to thermally
degrade due to the increase in temperature of the absorption layer, so as to separate at least part of the support (13) from the rest of
the intermediate substrate (10).

(57) Abrégé : La présente divulgation concerne un substrat (10) intermédiaire pour la fabrication d'un substrat semiconducteur, com-
prenant successivement : a une premiére couche (2) semiconductrice, b. une premi¢re couche formant barriére thermique (5), c. un
support (13) comprenant une couche d'absorption (3) configurée pour absorber un rayonnement laser dans une gamme de longueur
d'onde déterminée, la température de la couche d'absorption (3) augmentant lors de I'absorption, et une zone de séparation (8) adjacente
a la couche d'absorption (3) et configurée pour se dégrader thermiquement sous l'effet de 'augmentation de température de la couche
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d'absorption, de sorte a séparer au moins une partie du support (13) du reste du substrat intermédiaire (10).



